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コロイド量子ドット(CQD)は，(1) 粒径により吸収波長を制御できる，(2) 通常，熱として失う
振動エネルギーを有効利用できる (ホットキャリア移動)，(3) 1 光子吸収で 2 つの励起子を生成
することができる(多重励起子生成)，等の利点を有しており，この CQD を用いた太陽電池の理
論変換効率は，75％が期待されている。しかしながら，報告されている CQD 太陽電池の最高変
換効率は 11.6％ 1)とまだ低いのが現状である。そこで本研究では， CQD 太陽電池を構成する材




[1] PbS の表面修飾基と変換効率の相関 
デバイスの作製は，電極パターンを施した FTO 基板









MPA，および KSCN 表面修飾 PbS を用いて作製した太
陽電池デバイス(MPA-d，KSCN-d)の太陽電池特性(J-V
曲線)を図 2 に示す。J-V 曲線より変換効率(PCE)を求め














図 2 MPA-d (上) ，および KSCN-d (下)
の太陽電池特性 (J-V 曲線) 
 
[2] n 型半導体の種類と変換効率の相関 













n 型半導体に ZnO を用いた太陽電池デバイス(ZnO-d)の J-V 曲線を図 3 に示す。J-V 曲線より，
ZnO-d の PCE は 5.28%であった。dark 電流曲線において，ZnO-d はリーク電流がほとんど流れ




本研究では，n 型半導体に ZnO，PbS の表面修飾基にヨウ素と EDT を用いることにより，PCE
が 5.28%を達成した。今後，さらに新たな表面修飾基，p 層 n 層の組み合わせ，デバイス構造を
模索することにより，変換効率の向上が期待される。 
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図 3 ZnO-d 太陽電池特性 (J-V 曲線) 
